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مˇلیبدنیت یِ تکلایه ِ ترانزیستر

ِ خلاف بر Mo S2 اما گرافن. ِ مثل ساخت، ͳتکـاتم یِ لایه میشود هم (Mo S2) سولفید مˇلیبدن با

است، مستقیم Mo S2 ِ گاف ضمنَن ساخت. هم ترانزیستر میشود آن با و دارد، ͳذات یِ گافِ�انرژی گرافن

مستقیم ِ گاف با یِ نیمرساناها با نورگسیل، ِ دیˇد ِ مثل یی ابزارها ِ ساختن سیلیسیم. ِ گاف ِ خلاف بر

200 cm2 V−1 s−1 ِ تحرک به ماده ین با است. 1.8 eV ِ برابر Mo S2 یِ گافِ�انرژی است. ساده�تر

تحرک البته است. آرسنید گالیم در تحرک از کمتر ͳول سیلیسیم در تحرک با قابل̥�مقایسه که اند، رسیده

به تحرک میسازند، گاف گرافن در ی وقت ͳول میرسد. هم 120 000 cm2 V−1 s−1 به گرافن در

0.34 nm ِ برابر Mo S2 یِ تکلایه یِ ͳکلفت میابد. کاهش cm2 V−1 s−1 صد چند ِ حدود ان هم

بوده 108 ساخته�شده ِ ترانزیستر در قط΄ ِ جریان به وصل ِ جریان ِ نسبت اتاق، یِ دما در و است،

.[1] است
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